MeBtechnik

Isolationstest im Gigaohm-Bereich:
Hochohm-Durchgangspriifer

GISBERT HOLZ

Moderne Multimeter beinhalten heute meist auch mehrere MeBbereiche
zum Messen von Widerstdnden. Insbesondere Digital-Multimeter lassen
dabei brauchbare Messungen bis zu 20 MQ zu, Dartiber hinaus lassen
sich mit den (blichen Mitteln Durchgénge oder Unterbrechungen bzw.
schlechte Isolationen kaum noch feststellen.

Genan in diese Liicke sttt die kieine Schal-
tung nach Bild 1 Mit dem Mustergerét kin-
nen Widerstandswerte in Hohe bis zu eini-
gen Gigaohm festgestellt werden, wie es die
Priifkenntinie in Bild 2 zeigt.

An die Mefigenavigkeit sollte man zwar
keine allzu hohen Anforderungen stellen,
aber eine groBenmiBige Widerstandswert-
Abschiitzung ist recht gut mit diesem kleinen
Priifgerit moglich. Das Mustergeriit wird
mit einer Nennspannung von 6 V betrieben,
die auf Ug = 4,5 V stabilisiert wird.

® Schaitung

Basis der Schaltung ist eine astabile Kipp-
schaltung, welche aus dem Gatter IC1, dem
Kondensator C und den durch die Dioden
D1 und D2 entkoppelten Ladewiderstinden
Rl + R, bzw R2 gebildet wird.

Im Einschaltmoment ist der Kondensator
entladen. Dadurch liest ICIa Low-Pegel

und stellt seinen Ausgang auf High Uber -

D2 und R2 wird der Kondensator aufge-
laden, bis das Gatter einen High-Pegel er-
kennt. Deshalb geht sein Ausgang auf Low,
und der Kondensator wird iiber R1, R, und
D1 entladen.

Durch Verwendung von Schmitt-Trigger-
Schaltkreisen 4093 werden die Schalt-
schwellen recht priizise, was gut wieder-
holbaren Ergebnissen entgegenkommt, Das
Gatter IC1b wird nur zur Entkopphing des
Ladekreises vom Ausgang gebrancht.

Bei R, =0 Q liegt ein symmetrisches Aus-
gangssignal vor. Mit zunehmendem R,
wird aoch die Dauer des Low-Pegels an
IC1a bzw. des High-Pegels an IC1b kin-
ger Um durch dieses Verhalten keine
hohere Stromaufnahme zu verursachen,
wurde der Lautsprecher fir das Aus-
gangssignal an Masse gelegt und durch
einen PNP-Transistor angesteuert. Hierfiir
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wurde die Leiterplatte nach Bild 3 ent-
wotfen.

Bet hoheren Lastwiderstinden kdnnen na-
tiirlich auch die beiden ungenutzten Gatter
zu ICIb parallel geschaltet werden unter
Verzicht auf den Transistor T. In diesem
Fall ist die Leiterplatte nach Bild 5 zu ver-
wenden und der Lasiwiderstand an die Be-
tricbsspannung zu legen,

Durch RI, R2 und C wird die Tonhéhe des
Durchgangspriifers im Kurzschlubfall be-
stimmt. Hier kann man in weiten Grenzen
frei wihlen.

B Hinweise

Wichtig ist bei der Ausfiihrung des Priifers
ein hoher Isolationswiderstand im Ein-
gangsbereich. Aus diesem Grunde wurden
die Stifte 2, 4 und 6 nicht durch Bohrungen
auf die Leiterseite gefithit. Sie sind durch
Briicken auf der Banelementeseite | flie-
gend” verdrahiet.

Als Kondensator sollte man nur einen mit
sehr hohem Isolationswiderstand verwen-
den. Trotzdem erreicht man keinen unend-
lich hohen Eingangswiderstand.

Deshalb lddt sich C iiber die Isolations-
widerstinde regelmiBig auf, was zu einem
stindig wiederkchrenden Knacken beim
Umschalten des Gatters ICT fithrt, Hiermit
wird praktisch die obere Grenze fiir den
Einsatz des Priifers festgelegt
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